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【はじめに】 現在 Cu(In,Ga)Se2（CIGS）太陽電池に用いられている CIGS 薄膜は多結晶薄膜であり、

多くの結晶粒界や格子欠陥が存在するため、接合界面物性や不純物拡散などの正確な理解が困難で

ある。これまで GaAs や Si 基板上のエピタキシャル CIGS 薄膜に関する研究は行われてきたが[1][2]、

太陽電池としての研究は行われていない。そこで、我々は裏面電極上 CIGS 薄膜のへテロエピタキシャ

ル成長の前段階として、サファイア単結晶基板上の Mo エピタキシャル成長を試みてきた[3]。ただし、従

来法では完全に結晶粒界をなくすことはできなかった。今回、低温バッファ層の導入によって、結晶粒界

低減の可能性を見出したので、その結果について報告する。 

【実験方法】 サファイア(0001)単結晶基板を基板温度 800°C で 90 分間サーマルクリーニングした

後、DCマグネトロンスパッタ法によりMo薄膜を製膜した。製膜過程を 2段階にし、1段階目の低温バッ

ファ層の膜厚を 0nm~250nm、製膜時基板温度を 200°C~600°C の間で変化させた。2 段階目は製膜

時基板温度を 800°C で固定し製膜した。得られた Mo 薄膜に対して SEM、AFM、XRD、RHEED 及び

四探針法を行なった。 

【結果及び考察】 図 1に低温バッファ層の導入によるサファイア基板上のMoエピタキシャル膜の断

面 SEM 像の変化を示す。(a)低温バッファ層 0nm の Mo 薄膜においては結晶粒界が認められた。これ

に対し、(b)低温バッファ層(600°C、60nm)を導入した場合 SEM 観察による結晶粒界は認められなかっ

た。これは低温バッファ層によりサファイア基板とMo薄膜間の格

子不整合度-6.3%による格子歪が緩和された影響であると推測

される。また、低温バッファ層の導入により XRD in-plane測定に

おいて双晶の抑制とMo(111)<110>//サファイア(0001)<112̅0>の

エピタキシャル関係が認められた。RHEED 測定においては菊地

線が現れたことから結晶性が良好であることが認められた。Mo

エピタキシャル膜に低温バッファ層の膜厚と基板温度が及ぼす

効果の詳細については当日報告する。 
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図 1. サファイア(0001)単結晶基

板上 Moエピタキシャル膜の断面

SEM像、低温バッファ層膜厚：

(a)0nm、 (b)60nm 
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